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MEMORIA' DESCRIPTIVA
para solicitar
PATENTE D E INVENCION
en
ESPARA

poxr VEINTE afios _ _
& nombre de RADIO CORPORATION OF AMERICA, entidad nor-
teamericans, establecida en 30 Bockefeller Plaza, Nue-
va York N.Y., Estados Unidos ds Américe, pors
“UN SISTEMA DE CONMUTACION ELECTRONICA."
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El pregente invento se refiere a cireuitos de con-
mutacién electrénica, y mas especificamente a circuitos
de conmutacién electrénica que se valen de dispositivos
semiconductores gque permitan un flujo de corriente en
doble sentido o direceidn, ‘

Ios circuitos de commutacién de conduccién de dos
direcciones gozan de muchas aplicaciones dtiles en el
arte de 1la electrénica, como por ejemplo en circuitos
detectores sincronos, en ¢ircuitos de seleccidén - de se-

fiales y en otros circuitos semejantes en los cuales se
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0 en otra a través del conmutador cuando éste se encuen—

tre cerrado, Hesta la feche se han propuesto circuitos
en los que se emplea un transistor de Junturas como el
elemento conmutador de conduccién en doe sentidos con
le informacién de sefigl dessads splicada en serie con
los electrodos emisor y colector del transistor y un vol-
taje de conmutacién aplicado al electrodo de base. Uno
de los problemas con que se tropieza en dichos eirecui~
t0s es el de la conmutacidén de la informecién de gefial
que se deses, caugada por el voltaje de conmutacién,
la conteminacién incluye un componente de corriente di-
recta (c-d) desarrollado g través de la juntura de base
& em1isor ¥y un componente de corriente alternada {o-a)
ocasionado por la corriente de commutacidén que fiuye a
través de los circuitos de entrsda Y/o salide de sefial,
Otro problems con que se tropieza en los circuitos de
conmufacién que hacen uso deo trensistores de jJuntura
consiste en que la gama de la amplitud de sefial que se
deaeé.,_ para lo cual el dispositivo manifiesta caracteris
ticas lineales, esté limitada a un voltaje muy pequefio.
El objetivo del presente invento es proporcionar
un circuite perfeccionado de conmutacién eleotrénica
que se vale de un dispositive semiconductor de conduc—
cién en doble sentido o direccidn, que es de gran uti-
lidad especialmente eil la detencién sinerons en el que
ge puede derivar una sefial de menseje que se desse deg
de una transmisién recibida, sin que se contemine por
la sefial de comutacidn o musstreo.

Un circuito de conmutacién que iricorpore el inven-
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to incluye circuitos de entrada y salida de sefiales aco~
plados entre los electrodos de dremnaje y de fuente de un
transistor de efecto de campo de portal aislado., Se aco-
Pla una fuente de sefiales de copmﬁtabién ¥ un rectifice~
dor enire los elecfrodoa de portal y de fuente del tran—
gigtor, Se establecen los poles del rectificador de mo-
do que p&eda conducir durente las excursiones de la se-
fial de conmutacifn que sean en unae dirsccién de polari-
ded que tienda a hacer que el transistor se vuelva con-
due tive, '

En pquellos cesos en que se acopla de maners oape-
citiva una fuente de sefial de conmutecién al tremsistor,
conecténdose el rectificador entre los electrodos de por-
tel y de fuente, la conduccién del rectificador carga el
capacitor de acoplamiento a un voltaje tal que manten-
dré cortedo al transistor, salvo durantellos intervealoa
de voltaje méximo de sefial de conmutacién en la direo~
cién de encendido. Cuande se acopla directamente &l tran-
sistor el circui#o de conmutecidn, la conduccibén del rec~
tificador sujeta el voltaje de portal a fuents g un ni-
vel fijo durante el periodo de encendide para proporcio-
nar una linealidad mejorasde de circuito,

En el caso de un detector sinerono, o detector de
produc%o, se acople una fuente de ondaes de la sefial que
se va a desmodular y un circuitc de sslida entre los e-

lectrodos de fuente y 4e drenaje, y se aplica uns onda

portadoras, como sefiml de conmutacién, 21 electrodo de

portal de un transistor de efecto de campo de portal aig
ledo. Estebleciendo de manera adecusds la fagse de la on-
da portadora, com relascibén a la onda de sefial aplicada,
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se puede derivar le informecidén de sefial de modulacién
gue se desea desde el circuito de salida. En vista de
que no se necesita abastecimiento de voltaje da.polarif
zacién, o de B+ , no se tropieze con el problema de CoO-
rrimiento de voltaje de abasfecimiento en el circulto.
Adenés, como la résistencia de entrada de un transgistor
de efecto de campo:. de portal aislado es sunamente alia,
no influye substancialmente ninguna corriente, debido a
la portadora, en los circuitos de entrada o salida de
gefisl como para que se produgca contaminacién de la se-
fial desmoduleda.

Con la syuda de los dibujos adjuntos se podré com-
prender con mgyor facilidad el presente invento, tanto
en 1o que se refiere o .su organizacién y método de fun-
cionamiento como & los objetivos adicionales y las ven-
;bajas que ofrece. En dichos dibujos: _ ‘

La FIGURA 1 es una vista diagramética de¢ un tran-
sistor de efecto de campo, adecuado pars emplesrse en
los circuitos que incorporen una realizacibén concreta
del in&ehta; o

La FIGURKL 2 es uns vista en corte transversal to-
meda & lo largo de la lines meccionsl 2-2 de la FIGURA
13 .

La FIGURA 3 es une gréfica que muestra una familia
de curves de corriente de drenaje versus lag de volta-
jo de fuente & drenaje pera diversos valores de voltaje
de portal a fuente pars el transistor de las FIGURAS
1y2; o . |

La FIGURA 4 es un diagrama esquemdtico de eircuito

de un oircuite equilibrado detector sincrono gue incor

. 304472
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porg wne realigacién c'oncreta del presente invento;
Las FIGURAS 5ay 5b; ¥ 50 son gréfices de formas

de onda de voltaje en la misma base de tiempo, que son

muy ﬁtiles pera explicar el funcionamiento del cirouito

detector sincrono de la FIGURA 4;

Le FIGURA 6 es wn disgréma esquemitico de circuito
de otro circu:lig;) detector sincrono equilibredo incorpo-
rando una réalizaciép concreta del invento;

Las FIGURAS ;a, 7b y 7o son gréficas de formas de
onds de voifajeg de utilidad en la explicacién del fun-
cionamiento del circuito detector sincronc de la FIGURA
6 ,_ |

~ Ta FIGURA 8 es un disgranma esquenético de circuito
de un circuito detector sincrono de terminacién tnica
que incorpors. uns realizacién concreta del invento; en
el gue se inaica el voltaje de conmutacidén con respec=
$0 a masg como la referencias

La FIGURA 9 es un disgrams esquemético de circuito
de un circuito detector sincromo de terminacién tnice
Que incorpora uns realizacién concreta del inwvento, con
las seflales que contienen la informacién de modulacidén
que se desea indicedas empleando & le masa como referen-
cia; . ‘

L a FIGURA 10 es un diagrama esquemético de cir-
cuito de un circuito detector de onda subportadera para
receptores estereofén;ooe de M3

Las FIGURAS 11a, 11b y 11c son gréficas de formas
de onda de -\'roltéje, Ytiles parse ls explicacién del fun-
cionamiento del cirouito detector de subportadora de la

FIGURK 10;
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Le FIGURA 12 es un diagrama esquembtico de ;;roui.“~
to de un cireuito de sujeccién que incorpors uns reali-
zacibn concreta del invento; y 7 '

La FIGURA 13 es una gréfica de formas de onde de
voltajé, §til pare la explicacién del circuito de sujecidp

de lz FIGURK 12.

Refiriéndobos ahora a los dibujos, y de manera par-
ticular a la FIGURK 1, un trensistor de efecto de campo
10 que se puede emplear con 1los circuitos que incorporen
una reglizacién concreta del invento incluye un cuerpo
12 de material semiconductor. El cuerpo 12 podria ser
de cristgl Ynico o policristelino, y puede ester fabri-
cado de cualesquiera de los maeteriales semiconductores
que se emplean pare preparar transistores en el arte de.
la semicondﬁoéién.

Por ejemplo, el cuerpo puede ser de silicio casi
intrinseco, tel como silicio de tipo P ligersmente adul-
terado de un material de 100 ohmios cms,

En la fabricacién del dispositivo que se ilustra
en la FIGURA 1, se deposita dibxido de silicio fuerte-
mente ajulterado sobre la superficie del cuerpo de sili-
cio 12. El diéxido de silicio se encuentra adulterado
con impurezas de tipo N. Mediante el empleo de la téc-
nica foto-resistente y de grebedo al aguafuerte, o cual-
quiers otra semejanze, se quita el didéxido de silicio
de donde se va a formar el elecitrodo de portal, y de al-
rededor de los bordes externos de la oblea de silicio
segin se puede apreciar en la FIGURA 1. Se deja el 4ib-
xido de silicio sobre agquellas zonas en donde se van a
formar las regiones de fuente y drensje.

Se calienta luego el cuerpo 12 en, %ieﬂsﬁiq? :
A ] &
adecuada, como por ejemplo al vapor de ™4, e modo gque

-6 ~
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las superficies expuestas de silicio se oxiden para for-
mar capas de dibéxido de silicio desarrcllado como apare-
ce indicado poer les gonas punteades en le FIGURA 1. Du-

rante el proceso, térmico se difunden las ﬁmpurezas de

7 la capa de diéxido de milicio depositado dentro del cuer—

po de silicio 12 para formar les regiones de fuentes ¥y
de drenaje. La FIGURA 2, que es una vistse de corte trang—
versal tomaﬁa a lo largo de la linea seccional 2-2 de la
FIGURA 1, ilustra las regiones de fuente y de drenaje
designadas como F y D respectivamente,

Mediente el empleo de otro método foto-resistente
& de grabado al sguafuerte, ¢ cualquier otro procedimien-

to semejante, se quita el diéxido de silicio depositado

f»sobre une parte de las regiones difundidas de fuente y

drensje. Se forman los electrodos para las regiones de
fuente, de drenaje y de portal mediante la evaporacién

de un materisl conductor utilizaendo una méscgra.de eve-

poracién., El material conductor que se evapors puede ser

:Qromo u otro, en el orden mencionado, sunque también

a8 puede emplesr cuaslguler otro material de conduetivi-
dad eléotrica adecuwads, ,
En la FIGURA 1 se ilustra le oblea terminada, en

donde la zoné'punteada que se encuentra entre el borde

externo y la primere zons puntéada,de manerg obscura es
diéxido de silicio destrollado. Le zona blanca 16 es el
electrodo de metal que eorresponde gl electrodo de fuen~
te. Las gonas obscuras 14 y 18 son zonas de didéxido de
silicio depositado que descansan sobre la regién de fuen=
te difundida, ¥ la zona obscura 20 es una zons de didxi-

do de silicio depositado que descansa sobre la regidén

51472
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de drenaje. difundida. Les zonas blancas 22 y 24 son los

" electrodos metélicos que corresponden, respectivamente,

& los electrodos de portal y de drenaje. La gona puntea-

de 28 es una capa de dibeido de silicio desarrollsble,

sobre una parte de la cual se coloca el elsetrodo de por
tal 22, y la cual sislas al electrodo de portal 22 del
cuerpo de silicio subestrato 12 y de los electrodos de
fuente y de arénaje en la forma que se ilustra en la Fl-
GURA 2, Ds resistencia de entrada del dispositivo es,
en bajaaffrecuencias, del orden de los 1014 ohmios.

| Le cape de didxido de silico desarrollado 28, so-
bre 1a:que se monta el electrodo de‘portal 22, descanse
sobre una capa de inversién o canal C , de conductivi-
dad susceptible de poder ser controlada, que conectu a

las reziones de fuentes y de dfenaje. El electrodo de

portal 22 se desplage simétricamente entre ls regién

de fuente F y la regién de drenaje D.,83i se desea, se
puede desplazar el electrodo de porfal 22 hageia la regién

‘de fuente F y podria tresleper la capa de diéxido de

silicig depositado 18,

Hay que tener en ouenta que los electrodos D y F
funcionen alternativemente como los electrodos de drena-
Je y de fuente, funcién que dependerd segtin sea la pole-
ridad del potenciel de polarigecidn que se epliqﬁe ep—
tra ellos; ea decir, que el electrodo al gue se apli-
gque un potemcial de polaridad positive ( con relaccién
al potencial de polarizacidén que se éplique al otro elecw
trodo ) funcionaré como el electrodo de drenaje. la con-
duccibén de la corriente a través del canal C se efectus~

v mediante portadoras mayorias de corriente, que son
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ra un subestrato de tipo N, y regiones de fuente y de

drenaje de tipe P, las portadoras meyoritarias de co=-
rriente serian "huecos", y el electrodo &l gque se apli-
cars el terminai negativa de una fuente de sbastecimien-
to funcionarde como el slectrodo de drenaje, |

El canal C, em decir el trayecto de corrientes de
fuente a drenaje, tieme una conductividad que es suscep-
tible de ser controlads, segin se ilustra en la FIGURA
3 de los dibujos., La condictividad del canal ¢ es wna
funcibn que dependé de. 1l amplitud y de la polaridad del
voltaje de polarizacién de portael a fuente que se epli-
que. La FIGURA 3 es una familia de curvaes 29-41 que ilus-
$ren ia pbrcién lineal por debejo del codo de la carac-
ter{stica de corriente de dreﬁaje versus el voltaje de
drenaje del transistor de efecto de cémpo de portal
aislado que se .ilustira en la FIGURA 1 conectado en una
configuracidén de fuente comidn, _

Con el propdésito de poder explicer més facilmente
las condiciones que se necesltan pars poder obtener las
curvas gue aparecen ilustradas en la FIGURA 3, nos refe-
rivemos siempre @ uno de los dos electrodos como el elec-
trodo de drensaje, no importa cusl sea la polaridsd del
voltaje de polarizacién que se aplique &l mismo, y nos
referiremos al otro electrodo como el electrodo de fuen~
te, Las curvas 29-41 gque se muestran en el primer cua-
drente de la FIGURA 3 se obtuﬁieron eplicando un poten—
¢cial de polarizacién al electrodo de drenaje, que es po=
sit;vo con respecto al pbtencial del electrodo de fuente,

y polarizehdo al electrodo de portal, con respecto al

301172

-9 -



A

“\,.

10

15

20

25

30

electrodo de fuente, mediante un voltaje provisto de une
magnitud segin se indica por el voltaje de E, ( volte-
Je de portal ) correspondiente & ceds una de las curvas
29-41, La porcién de las curvas 29-41 que corresponden

al tercer cuedrante se obtuvo invirtiendo la polarided -
del vol'@:erje de pot_!.a:rizaci—ﬁn aplicedo entre los electro-
dos de fuente y de drenale, es decir, aplicando un poten-
cial de polar_izaéién al electrodo de drenaje que sea
nsgativo con reapecto &l potencial del, electrodo de
fuente,

- Hay que tener en ouenta que las caracteristicas de
corriente  de drenaje versus las de Yoiya;}e de drensaje,
'ilustragas en la FIGURA 3, son subtancialmente lineg-
les en una game substancisl de voltajes de drenaje, com-
paredss con las de un tramsistor bipolar o de juntura.

On un voltaje de portal a fuente que corresponda & la
curva 29, no influye substancialmente ninguna corriente
de fuente a drenaje, mientras que un voltaje de portal

a fuente que corresponda a la curva 41 permite el paso

de corriente de fuente a drenaje, como funcién lineal que -
depende del voltaje de fuente a drenaje aplicado.

Uns de las caracter{sticas distintives de wn tran-
gistor de efecto de cempo de portal aislado consiste en
que puede ser fabricado de modo que su caracteristica
de voltaje de polarizacidn de portal cero puedas estar
en cualesquiers de las gurvas que s& 12!.ustran en la FIGU

RA 3. Por ejemplo, en la FIGURA 3 la curvae 41 correspon-

-de corresponde a la curva de voltaje de polarizacién cero,

seg&n lo indieca ls note Ep = 0, Se establece la situa-

cién de la curva de polarizacidén cero durante la fabri-

J0i172
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caclién del. transistor, o seam controlando la durascién
y/o la temperatura de la etapa del procedimiento de su
fabricecién en el cual se desarroclla la capa 28 de diéxi-
do de gilicio gue se ilustra en las FIGURAS 1 y 2. Mien-
tras més tiempo permanezcs el transiéi:or'eﬁ el horno y
mayor»sea', la temperatura , en una atmésfera de oxigeno
geco, mayor seré la ‘corriente de drenaje por una canti- '
dad determinada de ﬁ'ol'baje de'qrena.je en polarizacién
Cero entre los elactrodos de fuente y de porial. Por con-
giguiente, si se desears se podrig lograr que la ocurva
29 correspondiers & le condicién de pplarizaci@n de por-
tal cero, correspondiendo las curvas 30-41 a voltajeas de
portal progresivamente més positivos.. 3

- Nos referimos ghors a la FBGURA 4, que o un dia-
grams esquemético de circuito de un circuito detector .
sineronc: equilibrado que emples un par de trangistores

de efeato de campo de portal aislado 43 y 44, que pueden

. 8er semejantes al trensistor descrito antes al referirnos

8 las FIGURAS 1 ¥y 2. El trensistor 43 estd provisto de

’ un.elééfroﬁo de fuente 45, un electrodo de drenaje 46 y

un electrodo de portal 47, y el transistor 44 esté pro-
visto de un electrodo de fuente 48, un electrodo de dre-
naje 49 y un elec,trqcfo de portal 50. ,

8e acoplan las sefiales de conmutecién desde una
fuente, no ilustrads, a través de un transformsdor 5;1

provisto de un arrrollapiento secundario 52 con toma cen

tral., Se acoplan los extremos opuestos del arrollamiento

secundarie 52 a los electrodos de portel 47 y 50 e tre~
vés de capacitores de acoplamiento 53 y 54 respectivemen-
te. Se conscta la toma central del, arrollamiento secunda-

»Eﬁﬁﬁﬁf?@
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rio 52 con los electrodos de fuente 45 ¥ 48, que se en=-

cuentran en potencial de masa.

Se conects un primer rectificador 55 entre el eleo-
trodo de portal 4:7~ y el electrodo de fuente 45 del tran-
sistor 43, y se conecta un segundo rectificador 56 en-
tre el,electirodo de portal 50 y el electrodo de fuente
48 del trensistor 44. La distribucién de los poles de

log rectificadores 55 y 56 es tal que se vuelven conduc-

 tivos respectivamente para. las excuraiones de seﬁales‘

que tienden a impulser, en sgentido positivo, a los res-
pectivos electrodos de portal 4;7 ¥y 50 con relacién e

la mass, que es la direccidén de polarided que tiens @&
sumentar le corriente de fuente a drenaje en los transis-
tores 43 y 44. _

Se acoplan las ondas moduladas de sefial que pro-
vienen de. una fuente, que no aparece ilustrada, & un
transfémad‘or 60 proviato de una mrrollamiento secunda-
rio 61 de toma central, Se conecta el arrollamiento se-
cundarie 61 entre los electrodos de drenaje 46 y 49 res-
pec\ti.vamente, conecténdose. la toma central a un cireuito
de utiligacién o de carga 62 que tiene una resistencia
interna representada por un resistor 63. El, capacitor
64, que me conecta entre le toma central del arrollsmien-
to secundario 641. ¥ la masa, sirve como capacitor de al-
macenamiento, No ew necessrio tener un trayecto completo
de corriente directa entre los electrodos de fuemte y de
drenaje de los transistores 43 y 44, por consiguiente,
se pueden acoplar de manersas cepacitativa las sefiales al
¢ireuito de carga. 62. _ |

Se puede emplear, a titulo de ejemple, el cirecuito
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ds la FIGURA 4 como detector de subportedors pars recep-
tores éé%éiéoféniéds de ¥, Dicha onde swbportedora es

una onda. portadorsa. su:ér}'imida de doble bands lateral y

' de amplitud modulada on 38 KC, que se transmite junto

con una sefial piloto.. de I19. KC (frecuencia de media por-
tadors. ) pers usarsé en la desmodulacién.

Se aplican las bandas laterales Subportadoras al
srrollsmiento primario del transformedor 60, aplicéndose
la sefial piloto, gque ha sido dobleda en frecuencia me-
diante un sistema de circuito edecuado en la forma que
se conoce en el arte, al ari‘ollamiento primario del trans
formador 51, _

~ La sefial piloto cuya frecuencia he sido doblada se
desighbré. como la sefisl de commutscién o muestreo, y &
perece ilustrada en la FIGURA 5a., ILa forme de onda de
linea continua 65 tiene el objeto de representar la for-

ma de onda de conmutacién sinusiodel que se mide entre

el electrode de portal 47 y la mesa, La forme de gnda

indicada por ls linea hechs de guioneé 66 tiene el obje~-

%o de representsr la onde sinusoidsl cuande se mide en=

"tre el electredo de portal. 50 y la masa. Seghn vaya im-

pulsado. 1a sefial de conmutacién al electrodo de portal
47 en sentido positivo, el dfodo 55 efectusrs la conduc-
cién cargando &l capacitor 53 a un voltaje tal que vayas
degarrolléndosge hasta un valor que se aproxime al nivel
de pico del voltaje de conmutecién 65, ElL dfodo 55 efec~
tha le conduccibén solamente en los picos de la sefial de
conmutacién segiin aparece indicado por las "I" de la fre-
cuencia 6:2.. Durente el intervalo entre los i)iéos de vol~
taje positiv_c; de la sefial de .conmutacidn, la carga en el

- 13 -
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Ccapacitor 53 es de tal polaridad como pars que

dentenga
nega.tivo al portal 47, siendo de suficiente amplitud co=-
mo para que mantenga cortado al transistor 43, El tran- -

sistor 44 funciona de menera similar el transistor 43,

salvo que se vuelve conductivo en los picos rephresenta—

dos por las "O" de la frecuencia 68,, ilustrads en la
FIGURA 5a. |

La FIGURA 5b es una gréfica que‘ ilustra la envol-:
vente de la banda lateral de las sefiales amplicades a
los electrodos de drenaje 46 y 49, las "X" de la refe=-

rencig 69 y las "0O". de la 70, sobre la-férma de onda,

“indican les momeixt&s en que la resistencia de fuente a

drenaje de los transistores 43 y 44, respectivanente, es
nuy beaja. Dura:é’t;e el resto de cada c¢ciclo el transisor
quedaré completamente cortado por la alte polarigacién
negativa. Hebré que tener en cuenta. que la envolvente de
la bande latersl ea muestreada e un indice de muesireo
de 76 XC debido a la técnica de muestreo push-pull, El
capacitor de almacenamiento 64 es cargado al voltaje
instenténeo de banda latersl en los instantes indicedos
por lag "X" y las "O" de la FIGURA 5b. El, voltaje de
salide & través del éapaci‘bor.64 es une eproximacidén en
varias etapas de la seflal de modulacién segin se ilustra
en la FIGURA 5S¢, Como la frecuencia de salids "espuria"
nés baja es de 76 KC se puede eliminar fécilmente median-
te un simple filtro pasadobajo, ya que la eamplitud de eé—
ta frecuencia de sealide espuria es siempre menor gque kb
gefial de salida de audio que se desea.

El circuito detector de producto de la FIGURA 4
proporeiona excelentes caractéristicas de funcionamiento

301172
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en el sentido que se desmodula con toda eficacia una
sefial modulada Bin que se contamine en un circuito re-
lativamente simple. No se necesita sbastecimiento algu-
no de polarizac'idn de voltaje directs y, por consiguien
te, los problemas de embtebilidad de c-d que estén asocig
dos con el corrimiento de voltagje de ebastecimiento, con
el envejecimiento del dispositivo y otros semejantes no
se pregenten aqui. Ademfs, ls impedancia que existe en-
tre el electrodo de portal y los eleectrodos de fuente

o de drenaje de los trensisfores es tan elevada que subs-
tancialmente no fluye corriente glguna desde la fuente
de seflal de conmutacién en el circuito de entrada o de
salide: comc: para que contamine g la sefial que se desea.
Y afin mAs, puesto que no existe ninguns juntura de rec-
tificacibn entre los electrodos de portal y de fuente

o de drenaje, como ea el caso en trausistores de juntue
ra, mq. existe el indeseable desplago de voltaje suscep-

tible de responder g la temperatura que, como de otro

"modo, se presentaria & través del circuito de salida

pare contaminar a la sefial que se desea., Otra de leas
ventajag del circuite gue s desoribe es que se mantie-
el funcionamiento linesl en tods una gama de voltajea
de sefial relativamente grandes aplicados entre los elec~
trodos de fuente y de drenaje, a comparacifén con los
ciremitos de transistores de juntura. |
El,circuito. que se ilustra en la FIGURA 4 funcione
como detector de muestreo,de &ngulo fhsico estrecho o
de pioco, Con alguna modificacién el circuito podrie fug-
cionar como detector promedic empleado muestreo de 1802
aegin se ilustra en la FIGURA 6, En el circuito de la
301172
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FIGURA 6 se é,plica la sefial de conmutacibn a través de
wn prénsformador 80 a los electrodos de portal de wn par
de transistores 81 y 82, Se coneatam un rectificador 83
entre los electrodos de portal y de fuente del transis-
tor 81, conectédndosze un rectificador 84 entre los elec-
trodos de portal y de fuente del transistor 82. Un par
de resistores limitadores de corriente 85 y 86 conectan

respectivamente & los electrodos de portal de los tran-

sistores 81 y 82 con los extremos opuestos del arrolla-

miente secundario de toma central del transformador 80.

Las ondag de sefial moduladas, que provienen de uns
fuente que no se ilustra. se aplican a trevés de un trans
formador 90 cuye arrollamiento secundario se conecta
entre lés electrodos de Qrenaje de los transiétores 81 .
¥y 82+ la corriente de drenaje de los transistores 81 y
82 e¢s deriveds desde una toma ceniral en el arrollanien—
to secundario del transformedor 90, pasando a través de
un filtre pasabajo 91 que le saca ( elimina) los com-
ponentes de orden mayor de la aefiaiv desmodul ade,

La accibn de los registores 85 y 86 y de los dfo-
dos 83 y 84 hace gye los electrodos de portal de los
trangistores 81 y 82 se se sujeten en potencial de masa
durante la mitad de cada cicle de entrada y luego se
vuelvan marcadamente. negatiios para la otra mitad del
ciclo. Esto da como resultado la forma de onde en los
electrodos de portal de los transistores 81 y 82 res-
pectivamente ilusirados en las gréficas -de las FIGU=-
RAS 7a y . Te rectificacién de la porecidn positiva
de 1la forme de onda del voltaje asegura que la varia-

cidn que se lleva a éab-o en la transconductancis ocesio-

301177
- 16 - o



15

25

30

nads por el voltgje de portal variente en forma sinusoi-

dal no afiada distorsién algunz s la sefiel de sslide des-

. moduleds.

En lsa gréi‘ica de 15 FIGURA Tc eperece ilusiradas
le corriente de drenaje d.e'ios transistores 81 y 82 se-
gin se ha medido entre la toma central del arrollamiento
secundaric del transformedor 90 y le mesa. Se representa
le corriente de drenaje del transistor 81 como medio-ci-
clos designados por une "X", ilustréndose la corriente
de drenaje del trensistor 82 como los medio-cicles que
ge designen con une "0%, Un filtro pasebajo 92 elimina
los componentes de alts frecuencia Yy proporoioha la in-
formacidn de modulacidén ﬁura;, originel que aparece ilus-
treds en le FIGURK 7d. Se podré apreciar que el muestreo
se lleve & cabo &l doble del Indice de voltaje, y que
los ‘trmis.tore.a. 81 y 82 m‘uee.tea;x‘ en secuencia para 1800
del cicle de voltgje de conmutecién. Considerando desde
ek punto de viste global, el detector de le FIGURA 6 pro-
porcions un muestreo completo de 3602 y suminisira un
elto rendimiento que se caracterize i:or un excelente
cociente de sefisl & ruido (inmunided sl ruide) y caren-
cik de distorsidén y- de efectos de intermodulacién. A-
denés, se encueniran tembién presentes en el circuite
de ls PIGURA 6 las ventajas en lo que respecta a estebi-
lided de ¢-d y racencis de contaminacién de la sefial de-
seedg.

Se pueden amplear asimismo log circuiteos ilustra~

dos en las FIGURAS 4 y 6 en la forma de "terminagcidén

dYnica" en 1a forma que se ha indicado oon respecto a

1e FIGURA 8, En el circuito de la FIGURA 8 se acoplen
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las sefieles de comuta;ci_dnlprovenj.gntes de una fuente,

no iluatrade, & travéa de un tra:_us'_formgdor' 100 y de un
capacitor de a.coplaniento 101 entre los electrodos de
portal y de fuente del tremsformador 102. Se 'acopla di-
rectemente un diodo 103 entre los electrodos de portal

¥y de frente del transistor 102, Los polos del dfodo 103
ge encuentran dispuestos de tel Porma que.se efecta la _

' gonduccién cuando ls excursién de polerided de la se-

fia) de conmutacién se encuentre en la direccidén que ae
encienda el transistor 102.

Se acoplan las ondsa de sefial moduledss provenien~
tes de una fuente, éue no eparece ilustrads, & travéa
de un transformedor 104, cuyo arrollamiento secundario
@e conectg en serie con un filtra passbajo 105 entre
el colector del transistor 102 y la masa.

‘Debido & la accibn del cgpacitor 101 y del recti-
figaaoi-. 103, el circuito de la FIGURA 8 funciona como
detector sfncrono, de dngulo estrecho o de pico, de tere.
mingcién dnica. En sguellos casos en éue se emplea el
circ.uito. detector para desmoduler ung ondg subporiedors
de T, el muestreo,se lleva a cabo a razén de 38 KC pues-
0 que el transistor 102 se vuelve conductivo una ves
por cada cicle cie le sefigl conmutadoras o

' Le FIGURA 9 ilustrs une modificacidn del .circuito
de 1a FIGURA 8, en donde se ascoplan las ondas de sefial

_moduladéar entre el eleatrodo.. de fuente del transistor

110 y la mass, derivéndose las ondas de sefial desmodula-
des desde un £iltro passbajo 111 conectado sl electrode

de drengje del tremsistor 110. Por lo demés, el circuito
ez semojante &l gque se ilustra en la FIGURA 8 y funciona

| 01172
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como un cireuito, detector sincrono, de éngulo eatrecho

o de pico, de terminacién tnica.

I_E_L cireuifo que se ilustra en la FIGURA 10 es un
detector de onda subportedors para reoei)to_res eatereofd-
nicos de P, Se separs una onda pilotp recibida de 19
EC del resto de la seflal compuesta de Fi y se gplica sin
delarla al srrollamiento primerio del trensformador
120, que esté provisto de un arrollamiento secundario
121 de toms central Se acoplan los extremos opuestos
del arrollamiento secundario 121 respectivamente s tra-
vés de los capacitores 122 y 123 com los electrodos de
portal ‘de un par de trensistores 124 y 125, Se acopla
un rectificador 126 gmtra los eiee:brodos de portal y
de fuente del transistof 124, y del rectificador 127 se
acopla entre los electrodos de portel y de fuente del
transistor 125« La toma central del arrellamiento sa-
cundeario 121 y los electrodos de fuente de los tran—
sistorea 124 y 125 se encueniran conectados a mase.

Se acopla la energla de banda lateral subportado-
ra, representetive de la diferenoié. entre lags aeflales
egtereofbénicas que se desea roproduoir,. gl arrollemien-

$0, primarilo del frmformador 128, Se acopla en comin

uno de los teminal_es: del srrollamiento secundario del

trensformador 128 al eleétrodo de drenaje de los tran-
sistores 124 y 125, y el otro terminsl del errollsmien-
to seocundario se acopla al. .capacitor de almacenamiento
129, a través del cual se deriva le gefial de selidas.

- La energis de bande lateral subportadors aplice~
da a través del transformador 128 esté representada por

el gréfico que se ilugtra en la FIGURA 11a. La sefial de

31172
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tel del transistor 124 y la nasg, segin lo ilustre la
curve 130 de la FIGURK 1tb, y la curve 131 representada

la forme de onde de cormutacién segin se mide entre el
portal del trensistor 125 y la mesae En vista de que la
sefial piloto de 19 KC es alimenteds en relacién push-
—pull a les portales de los transistores 124 y 125, ¥
lg sefial de bands lateral de 38 KC es aplicada en parae-
lelo a los drensjes, se muestres la envolvente de la
Sa.nda letersl a un indice de 38 KC y las muestras,
segin mon slmecenades por el cepacitor 129, dan como re_
sultado le forma de onde que se ilt_tst:a; en la FIGURK
1tc, Son un detector del tipo que se ilustra en la FI-
GURK 10, se hace necesario deriver de la sefial piloi'b
de 19 EC una fuente estable de subportadors de 38 KC a
fin de proporcionar el Indice de muestreo de 38 KC que
se deseea. | ' _
Nos referimos ahorg & la FIGURA 12, que represen-
ta un diasgrema esquemético de qibcuito de un ciicuito
de enclavamiento o f“ijacién, que incluye un transistor
156 de efecto de campo de portel &islado semejante &l

que me ha descrito el referirnos a las PIGURAS 1 y 2

segin se splica n un sisteme defranslacidn de sefial de
alta impedancia. En este sistema, S8 acopla el lado de
salide de sieflel de wuns fuente de seflales de video 141
& través de un capscitor 143 y un conductor de conduc-
cién de circuite 142 & un electrodo de enitrada 144 dé
una etepa subsiguier.xte: 145, Bata puede ser un emplifice
dor de tubo electrdnico provisto de un cétode 146 conec-
tado a la masa del sistema 14:2; a través de un resistor
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de polarlzacién adecuad:o 148, La etapa 145 puede repre-

sentar una etapa de un receptor de televisibn, para lo
cuel es aconsejeble o indispenseble que la sefial de vi-
deo que se aplique contenga los componentes adecuados
de c~d y/o de baja frecuencia. Le onda de seffal de vi-
dec 150 que aparece en,el oirouito de sslide devla fuen_
te 141 tiene perfodos de control que se repiten perid-
dicamente, tales como los intervalos de borrado 150e,

durante los cuales ocurren la referencia periddica y las

sefial ez de control 155.

_ En el presente e¢jempla, una fuente 151 suminis-
tra los impulsos de enclavado 152 de repeticién perid-
dica pars que se enclwen en el funcionamiento, duran—-
te uneg porcidén seleccionada de cada periodo de contrel,
¥ un circuite de enclevamiento o de control 153 pars re
gular la carga en el cé.pacitor de aéopl_.amiento 143, sé—
gln lo cusl el conductor de conexidn de circuite 142 §
la grilla 144 de la etepa 145 pueden regularse & un po-
tencial o nivel de enclavamiento predeterminado que ses
el mimo durente cada perfodo de control. Los impulsos
de fijeeidn 152 han sido regulados pera que coinciden’
con las porciones de repeticién periddica de la sefial
de video y, en el presente ejemplo, se han regulado pa~
ra que s @ efectien durante los picos de impulso 155 de
la sefial de video 150.

El circuito de envlavamientc 153 incluye un tran-
sistor de efecto de campo de portal sislado 156 memejan
te al que meh ha desorito en las PIGURAS 1 y 2, El 'cran-
gistor 156 eatd provisto de un electrodo de fuente 157,
un eleatrodo de drenaje 158, un electrodo de portal 159
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Yy un subestraxo de mamerial semiconductor con un elec-

trodo 160. Se eoneaxa.el electrode de fuente 157 e un
punto de’ potenczal de referencia que se ilustra como
1z maese del sistemea 147 en el presente ejemplo. Se co-
necta el electrodo de drenaje 158 al csnal de transle-
cién de sefial de video en el conductor de conexién del
cireuito 142, que, seghin se indiéa puede ser una perte
del circmito de grille de entrada de un amplificador

de seﬁal de video u otro semejante,

De ‘este modo, a8 coneeta de manera.efe&tiva la
fuente de. seﬁales de entrade de video 141, 8 través del
canal C de conduntiviaa&Ao resistencia susceptibles de
poder controlsrse, entre el electrodo de fuente 15%‘y
el electrodo de drenaje 158, Bste trayecto interno de
fuente a drenaje menifiesta una resistencias que depen-
de segfn sea el voltaje de polarizacifén de portal a
fuente, is es efective al méxime o &l minimo, o en
condioiones de cberturg y clerre, en respuesta a los
picos de impulso. de enclavado relativamente altos, ta~-
lez como los picos 152,

Se conecta la fuente 151 de voltaje de enclavado
o control de impulso entre el electrodo de portal 159
¥ la masa del sisteme 147, seglin sparece ilustrado, &
trevés de un conductor de conexién de abastecimiento.

162 y de un cepacitor de acoplemiento 163 que se encuen-
tra.en,él mismo. Je conecta un dfodo 164 desde el elec~
trodo de portal 159, 6 del conductor de conexién del
circuito de imbulsa 162, con la masa del sistema 14&, c
euyoa polos se disponen de tsl maners como pars que e-
fectien le conduccién g mess en picos de impulso positivo

301172
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152 en el portal, estapleciepdo las puntas de los impul~-
sos de enclavado en le mass, ¥y la base s un valor nege-
tivo. Como. ejemplo véase:1a~FIGURA,133_Se carge el ce-
pacitor de acoplamiento 163 en el circuite de impulso
con picos deﬁimpuism én sentido positivo mediante la co=
rriente & través delldiodo.,La carga se va fugando len-
temente & tréyés_de le resistencie inversa del dfodo, se-
gin 1o indica la linea punteada en el ntimero 165. La co=
rriente dantiempo de los medias de resistencia 165'y
delL capacitor 163 combinados es %al que el portal es
polarizado en sentido negativo la:suficiente durante el
intervaglo entre los impulsos de enclavamientor como para
que se mantenga cortado el transistor 156.

De esta modo, dubante ceda intervalo de pico 155
que se produce periodicamente de la sefial de video 150,
se logra que el trayecte C de corriente normaimente a-
bierta o altemente resistiva del transistor 156 se vuel-
va. conductiva y se redugca a una resistencia relativamen=
te. baja mediante lsa accién del impulso de enclavamiento
152, Entonces lsa corriente podré fluir e través de 41

en cualguier direccifn, dependiendo la direccién de su

‘flujo de la polaridad de la difersncia de potencial en-

tre el nivel de sefial en &l condustor de conexidn 142
del circuite o lavgrilla_144 y gl potencial de referen-
cia 0 voltaje de nivel de enclavanienta, que es poten=
cial de masa en el presente. ejemplo,.

Debido & la alta resistencia que existe entre el
electrodo de portel 159 y cualquiers de los electrodos
de fuente y de drenaje 15%.y 158, no existe sunstanciale ‘
mente ningén flujo de corriente de impulsoc de enclavado

TullT2
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en el circuito de sefial de videm, Por consiguiente, no

se contamina la sefial de video por causs del efecto de

- nivel pedestal debido a los impulsos de enclavado.

A pesar de que se ha deserito los circuitos de las
diversas figuras en conexién con wn transistor de efec-—
to de campo de portal. aislado provisto de un subestrato.
semiconductor de tipo P, se podré emplear también otros
tipos de dispositivos de portal aislado., Por ejemplo,
ge podris emplear un dispositive de tipe de conductivi-
ded complementaria gue esté provisto de un subestrato
semiconductor de tipo N. Por otro lado, se podria emplear
en su lugar otros tipos de dispositivos de portel ais-
1lado, como. pér ejemplo, dispositivos de peliculs fins
formade. sobre un soporte aislador, |

La presante golicitud gque corresponae a la presen—
tada QR'J.O:S Estedos Unidos de Anéricam con fecha 19 de
Junio de 1.963 bajo el Nimero 288.945, se acoge a los
S.engfi,cios del ar'l;iqulu 51 del vigente Estatuto sobre
Propieded Industriel,

N O T A

- Los puntos de invencién propia y nueva que se pre-
s.‘eni;en~ para que sean objeto de la presente solicitud de
Patente de Invenoidn en Espafia, por VELNTE afios son los

siguien‘tes:
3@@&?2
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12,.- Un sistema de conmutacién electrénica para
controlar corrientes en dos sentidos, que consta de un
trenalstor de efecto de campo de portel aisledo provis-
to de electrodos de fuente, de portal y de drenaje, un
circuito controlado gue 1nc1uye ung. fuente de corrien-
te en dos direcciones. y un elemento de impedancia de
carge conectado entre dichos electrodos de fuente y de
drenaje, y un circuito de entrada de sefial de conmuta~
¢ibn que se encuentra conectado entre dichos electrodos
de portal y de fuente, que se carasteriza en que dicho
circuito: de entrads de sefial de conmmutacién incluye un
rectificador acoplado entre dichos electrodos de portal
7 de fuente y con sus. polos dispuestos de modo tal que
proporcioneﬁ un trayecto de baja impedancia para las se
fiales de una polaridad que tiendg & disminuir la resis-
tenoié,. del trayecto de fuente & drenaje de dicho tran-
sistor. )

284= Un sis‘*&ema{ de conmutacién electrénica de
acuerdo'a la Reclamacibén 1, que se éaracteriza én que
dicho e¢ircuite de enjradz.incluye un capacitor que aco-
ple & dicho circuito de entrada al punto de conexién de
diche rectificador de dicho electrodo de portal,

3%,~ Un sistema de conmutacién electrénica.de a-
cuerdo & la Reclamecién 1, que se‘caréctériza en que
dioha;circpita da entrads incluye un resistor gque aco-
pla & dicho circuito de entrada @ un punto de conexién
de dicho rectificedor a dicho electrodo de portal.

42~ Un sistema de conmutacién electrénica de acuer
do a.la'Rec;amacidn 2, que se caracteriza en que dicha

fuente de corriente. en dos direcciones consta de ener—

301172

-25 =



5

25

30

T
RN
) ;

gla de onde modulada que se desee detectar y en donds
existe un filtro passbajo conectado en serie con dichs
fuente. de corriente en doble sentido emtre dichos elec-
trodos de fuente y de drenaje.

58 .~ Un sigtema de conmutagién electrénicé, de acuer~

~ do avla‘Reclafmac:i_.dn 1, que se caracteriza en que dicho

sistema incluye un par de dichos transistores de efecto
de campo de portal aislado, estando conectedo dicho cir-
cuita controlado en relaccidn push-pull entre los elec-
trodes colectores de &icho par de transistores, estando
conectado dicho circuito de entrada de sefial de conmu-
taeidn en relaccidn pﬁsh¥pull entre los slectrodos de
portal de dichos tfansisforesm helléndose acoplado un
réatifioador separado eatre los electrodos de portal y
de fﬁente de cada uno.’de di(_:i:ms transistores,

62,~ Un sigtema de acuerdo s la Reclamscidén 1, que

ae caracteriga en que dicho circuitc de entrade de s efiel

“de conmutacién incluye aaimismo unos medios de polari-

gacibn para establecer el trayecto de fuente a drenaje
dé dicho trensistor en una primera condicién de conduc-
tivided, estendo provistas dichas sefiales de conmﬁta-
cién de una amplitud y polarided que pueden cambiar el
treyecto de fuente &drensje de dicho. transistor a una
segunda condiccidn de conduqtividad.. '
%.7 Un sistema de acuerdoe, & la Reclamacién 1,
que se caracteriza en que dichas corrientes en doble
gentido son impulsos de corriente qﬁe se repiten, apli-
cados al electrodo de drenaje de dicho transistor a tra-
vés de un capacitor, proporcionando dicho transistor,

en respuests & las sefiales. de conmutecidn aplicades a

304172
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dicho cireuite de entrads de sefial de conmutacién, uns
corriente de carga para dichc capascitor cuando exista
g iiferencia;. de potencial de una polaridad entre diche
capacitor y un punto de potencial de referencia, y una
corriente &e descarga pare dicho capacitor cusndo exis-
ta ung diferencia de potencial de polarided opuesta
entre dicho capacitor y dicho punto de potencisl de re-
ferencia. ,

89,~ Un sistema de conmutacién electrénicea.

‘Tal y como se ha descrito en la Memoria que ante-

' cede, i*epreaentadh en los dibujos que se acompefian ¥

para los fines. que se han especificado.
La presente Memoria consta de veintisiete hojas

escrit.as a méguina por une sola de sus caras.

mearia, 48 JUN 1964
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